
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

こと
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　

半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　

半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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半導体基板上にサイドウォール用もしくはライナー用のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜を形成す
ることと同時に前記半導体基板の裏面側にＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜を形成する工程と、
　ウエハハンドラーとして静電チャックもしくは真空チャックを用いて前記半導体基板の
プロセスもしくは搬送において前記半導体基板をハンドリングする工程と、
　前記半導体基板の裏面をスクラバー洗浄する工程とを含み、
　前記静電チャックもしくは真空チャックを用いてハンドリングする工程後、前記スクラ
バー洗浄する工程前の、前記半導体基板を一定方向で所定の間隔をおいて並ぶように複数
枚装着できるカセットに対して、前記半導体基板とダミーの基板とを交互に装着する

前記ウエハハンドラーは前記半導体基板の４隅を支持して常圧搬送することを特徴とす
る請求項１記載の

前記半導体基板のプロセスもしくは搬送に用いるウエハサセプターとウエハハンドラー
とを備え、
　前記ウエハサセプターとウエハハンドラーは、ウエハとほぼ同じ形状の凹部を形成した
ウエハガイドリングを設置することを特徴とする請求項１記載の



【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方 関し、特に半導体基板の裏面から発生するパーティ
クルを防止する製造技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、エッチングストップ膜などに用いられるＳｉＮ膜は、ＤＣＳ（ジクロロシラン：
ＳｉＨ２ Ｃｌ２ ）、ＳｉＨ４ （モノシラン）あるいはＳｉ２ Ｈ６ （ジシラン）とＮＨ３ を
原料ガスとする７５０℃程度でのプロセスで成膜（減圧ＣＶＤ法による成膜であって、以
下、ＬＰ－ＳｉＮ膜という）を行っていた。しかし、デバイスの高密度化，微細化に伴い
、デバイスの設計や仕様の要求は厳しくなっている。特に、高速回路動作によるドーパン
トの浅接合の必要性に伴い、サーマルバジェットの低減が強く求められている。
【０００３】
　そこで、ＬＤＤサイドウォール膜あるいはＣＧやＣＡコンタクト用エッチングストップ
膜に６００℃以下での成膜が可能なＢＴＢＡＳ（ＳｉＨ２ （ＮＨ（Ｃ４ Ｈ９ ））２ ：ビス
ターシャルブチルアミノシラン：Ｂｉｓ　ｔｅｒｔｉａｌ　ｂｕｔｙｌ　ａｍｉｎｏ　ｓ
ｉｌａｎｅ）を原料とした低温ＳｉＮ膜（以下、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜という）が適用さ
れている（特許文献１参照）。
【０００４】
　以下、図面を参照して従来の拡散中のウエハ裏面構造について説明する。ここで、図１
６は拡散中の代表的なＳｉ基板裏面の模式的な断面構造である。図中、１６０は、シリコ
ン基板であり、１６１は、バックシール酸化膜であり、１６２は、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜
である。図１６に示すように、従来、シリコン基板１６０は、配線工程のＣｕの裏面汚染
を防ぐために裏面バリア膜としてＳｉＮ膜１６２を残す裏面構造になっている。
【０００５】
　図１７に一例として従来のＭＯＳトランジスタの形成フローを示し、それに基づいて説
明する。シリコン基板上に素子分離部（ステップＳ１０１）およびトランジスタを形成（
ステップＳ１０２）後、層間絶縁膜の形成を行う（ステップＳ１０３）。次に、第１配線
のリソグラフィー工程（ステップＳ１０４）後、配線工程（ステップＳ１０５）へと進む
。その後、裏面洗浄（ステップＳ１０６）を行い第２配線のリソグラフィー工程へと進む
。以降も同様に、第３配線～第６配線の工程を繰り返す。
【特許文献１】特開２００１－２３０２４８号公報（全文）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜を適用した場合、上記のような従来のプロセスで
は、以下のような問題を有している。ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜はＬＰ－ＳｉＮ膜に比べ膜が
脆弱である。このため、静電チャック、真空チャックなどのウエハ固定法によりハンドリ
ングを行うと、ウエハ裏面にチャックが当接することによりウエハ裏面のＢＴＢＡＳ－Ｓ
ｉＮ膜にクラックが発生することがあるとともに、そのクラックが下地の酸化膜に達して
しまうことがあった。このようにクラックが発生することにより、その後のリソグラフィ
ー工程において、クラックが原因で生じたＳｉＮ膜の断片が、ウエハ裏面から剥がれてカ
セット内で直下のウエハ上に落下しパーティクルとなるおそれがあった。
【０００７】
　また、配線工程からリソグラフィー工程の間に裏面汚染除去のためフッ酸系の洗浄工程
が有ると、裏面に発生したクラックから薬液が浸透し下地の酸化膜をエッチングし、ＢＴ
ＢＡＳ－ＳｉＮ膜が断片として剥がれ落ち、カセット内の直下ウエハに落下しパーティク
ルの原因となるおそれがあった。
【０００８】
　このように、従来のプロセスでは、トランジスタ性能向上のためサーマルバジェットの
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抑制を目的としてＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜を適用したが、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜が機械的に
脆弱なため静電チャック、真空チャックなどによりダメージを受けやすく、そのため、ウ
エハ裏面側からＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜の断片が直下のウエハ上に落下してパーティクルと
なり、その直下のウエハの電気特性のショート、オープン不良につながるおそれがあった
。このため、半導体装置の歩留まりが低下する問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記実状に鑑みてなされたものであって、トランジスタ性能の向上のために
ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜を適用しながらも、ウエハなどの半導体基板のハンドリングにおい
て、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜が剥がれ落ちることでパーティクルとなるのを抑制できる半導
体装置の製造方法の提供を解決しようとする課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の半導体装置の製造方 、半導体基板上にサイドウォール用もしくはライナー
用のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜を形成することと同時に前記半導体基板の裏面側にＢＴＢＡＳ
－ＳｉＮ膜を形成する工程と、ウエハハンドラーとして静電チャックもしくは真空チャッ
クを用いて前記半導体基板のプロセスもしくは搬送において前記半導体基板をハンドリン
グする工程と、前記半導体基板の裏面をスクラバー洗浄する工程とを含み、前記静電チャ
ックもしくは真空チャックを用いてハンドリングする工程

前記半導体基板を一定方向で所定の間隔をおいて並ぶように複数枚装着できるカ
セットに対して、前記半導体基板とダミーの基板とを交互に装着することを特徴とする。
【００１８】
　前記ウエハハンドラーは前記半導体基板の４隅を支持して常圧搬送
【００１９】
　 半導体基板のプロセスもしくは搬送に用いるウエハサセプターとウエハハンドラー
とを備え、前記ウエハサセプターとウエハハンドラーは、ウエハとほぼ同じ形状の凹部を
形成したウエハガイドリングを設置
【００２０】
　上記の構成により、半導体基板の裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜から直下のウエハに落
下するパーティクルを抑制し、安定したトランジスタを形成することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　 発明は、半導体基板としての製品ウエハとダミー基板としてのダミーウエハをカセッ
ト内に交互に装着することで、例えばカセットに鉛直方向が並設方向と一致する状態で装
着された直下の製品ウエハ上へのパーティクル落下を防ぎ、処理終了後はスクラバー洗浄
で半導体基板の裏面を洗浄するので、クラックが入り落ちやすくなったＢＴＢＡＳ－Ｓｉ
Ｎ膜を確実に除去することができるので、半導体基板の裏面からのパーティクルを防止す
ることができる。
【００２９】
　 、静電チャック、真空チャックに代えて、半導体基板の４隅を支持し常圧搬送する
ことで、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜にダメージを与えることがないので、半導体基板の裏面側
からのパーティクル発生を防止することができる。
【００３０】
　 、静電チャック、真空チャックに代えて、チャンバー側のウエハサセプターやウエ
ハハンドラーにウエハガイドリングを設置し、ウエハの裏面側がウエハガイドリングに装
着された状態で保護されるので、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜にダメージを与えることがなく、
半導体基板の裏面側からのパーティクル発生を防止することができる。                 
                                                   
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　（第１の実施形態）
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　次に、本発明に係る第１の実施形態の製造方法を図１～図２に基づいて説明する。ここ
で、図１は図１７で示したようなゲート製造工程などを含む本発明に係る製造方法の流れ
図である。図２はゲート形成後のウエハ断面図（ａ）と、基板裏面側のＢＴＢＡＳ－Ｓｉ
Ｎ膜および酸化膜を除去した後のウエハ断面図（ｂ）である。
【００３２】
　従来の技術では、ＳｉＨ２ Ｃｌ２ 、ＳｉＨ４ もしくはＳｉ２ Ｈ６ とＮＨ３ を原料とした
７００℃～８００℃のＳｉＮ膜が用いられてきた。本発明の特徴は、トランジスタの微細
化によりサーマルバジェットの低減のため、プロセス適用した低温ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜
を図１で示すライナー低温ＳｉＮ膜形成後に、半導体基板としてのウエハの裏面側のＳｉ
Ｎ膜を全て除去する点にある。この後、次工程の層間絶縁膜形成など静電チャック、真空
チャックをプロセスもしくはウエハの搬送に用いる工程を経過するときにおいて、上述し
たような裏面からのパーティクルの発生を抑制し、安定したトランジスタの形成ができる
。
【００３３】
　まず、図１に示すように、半導体基板としてのシリコン基板（ウエハ）上に絶縁膜を介
してゲート用Ｐｏｌｙ－Ｓｉ膜を減圧ＣＶＤ法で２００ｎｍが堆積される（ステップＳ１
参照）。ここで成膜温度は６２０℃～６５０℃の範囲に設定される。続いて、ステップＳ
１においてゲート用Ｐｏｌｙ－Ｓｉ膜と同時に形成されたシリコン基板の裏面側のＰｏｌ
ｙ－Ｓｉ膜を除去し（ステップＳ２参照）、フォトリソグラフィ技術とドライエッチング
技術とで微細加工され、ゲート電極パターニングがなされる。
【００３４】
　次に、ＬＤＤオフセットスペーサーを形成するためにＨＴＯ（高温酸化膜）およびＴＥ
ＯＳ（テトラエチルオルソシリケート：Ｔｅｔｒａ　Ｅｔｈｙｌ　ＯｒｔｈｏＳｉｌｉｃ
ａｔｅ：Ｓｉ（ＯＣ２ Ｈ３ ）４ ）からなる酸化膜がハードマスクとして堆積され（ステッ
プＳ３）、フォトリソグラフィ技術とドライエッチング技術とでゲートが微細加工され（
ステップＳ４参照）、ＬＤＤオフセットスペーサー形成がなされる（ステップＳ５参照）
。なお、ＬＤＤオフセットスぺーサー用酸化膜が堆積される以前に、ウエハ裏面側にはバ
ックシール酸化膜とＴＥＯＳ酸化膜が形成されていてもよい。
【００３５】
　次に、サイドウォール用のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜が５０～６０ｎｍ堆積され、上記同様
にリソグラフィーとドライエッチングにより形成される（ステップＳ　　６参照）。ここ
でＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜の堆積温度は５８０℃～６００℃の範囲で設定される。
【００３６】
　次に、コバルトシリサイド工程で選択的にコバルトシリサイドを形成し（ステップＳ７
参照）、ライナー用のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜が３０～４０ｎｍ堆積される。ここでＢＴＢ
ＡＳ－ＳｉＮ膜の堆積温度は５８０℃～６００℃の範囲で設定される（ステップＳ８参照
）。ここまでの工程で得られたウエハ１を図２（ａ）に示している。図中、２はシリコン
基板、３は素子分離部、４はゲート酸化膜、５はゲート用ポリシリコン、６はコバルトシ
リサイド層、７はオフセットスペーサー、８はサイドウォール、９はライナー、１０はＴ
ＥＯＳ酸化膜、ＬＤＤオフセットスペーサー用酸化膜と同時に形成された酸化膜およびバ
ックシール膜を含むシリコン基板２裏面側に形成された各種酸化膜、１１はサイドウォー
ルやライナー形成と同時にシリコン基板２の裏面側に形成されたＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜で
ある。
【００３７】
　次に、シリコン基板２の裏面側に対して、フッ酸原液（４９％）もしくは燐酸ボイル（
熱燐酸）（１６０℃）によるウエットエッチング処理することにより、ＢＴＢＡＳ－Ｓｉ
Ｎ膜１１および、バックシール酸化膜、ＴＥＯＳ酸化膜およびＬＤＤオフセットスぺーサ
ー用酸化膜の形成に伴ない形成された酸化膜（以下、裏面酸化膜と表す）１０を除去し、
シリコン基板２の裏面を露出させる（ステップＳ９、および、図２（ｂ）参照）。この後
、次工程の層間絶縁膜形成など静電チャック、真空チャックをプロセスもしくはウエハの
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搬送に用いる工程を経過するときにおいても、上述したような半導体基板における裏面か
らのパーティクルの発生が抑制される状態で、安定したトランジスタの形成ができる。
【００３８】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明に係る第２の実施形態の製造方法を説明する。
【００３９】
　この第２の実施形態の製造方法では、上記第１の製造方法におけるステップＳ８までは
同じ工程であり、その後の工程において、シリコン基板２の裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ
膜１１のみを上述した第１の製造方法では配線工程（Ｃｕ）でシリコン基板裏面よりＣｕ
が拡散し、トランジスタ性能に悪影響を及ぼす。第２の実施形態の特徴は上述した第１の
実施形態の製造方法と異なり、シリコン基板の裏面側からＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜のみフッ
酸原液（４９％）もしくは燐酸ボイル（熱燐酸）（１６０℃）によるウエットエッチング
処理により除去し、裏面酸化膜１０については、配線工程での裏面からのＣｕのシリコン
基板への拡散を防止するためのバリア膜として残して用いる点である。この後、次工程の
層間絶縁膜形成など静電チャック、真空チャックをプロセスもしくはウエハの搬送に用い
る工程を経過する場合も、上述したようなシリコン基板２のような半導体基板における裏
面からのパーティクルを抑制し、かつ、半導体基板の裏面からのＣｕの拡散を防止し安定
したトランジスタの形成ができる。
【００４０】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明に係る第３の実施形態の製造方法を図３～図４と図１６に基づいて説明す
る。ここで図３は図１６で示したようなゲート製造工程などを含む本発明に係る製造方法
の流れ図である。図４はゲート形成後のウエハ断面図（ａ）と、基板裏面側のＢＴＢＡＳ
－ＳｉＮ膜のみを除去した後のウエハ断面図（ｂ）である。
【００４１】
　本実施形態の特徴は、図３、４に示すようにゲート形成用のＰｏｌｙ－Ｓｉ膜５の堆積
（ステップＳ１１参照）後、シリコン基板２の裏面側に形成されたＰｏｌｙ－Ｓｉ膜１２
の除去をせずＰｏｌｙ－Ｓｉ膜１２をシリコン基板２の裏面に残した状態でゲート形成を
行い（ステップＳ１２参照）、サイドウォール８およびライナー９のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ
膜堆積（ステップＳ１５，Ｓ１７後に裏面のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜１１を除去する（ステ
ップＳ１８参照）点である。なお、図４（ａ）において、１０ａはバックシール酸化膜で
あり、Ｐｏｌｙ－Ｓｉ膜１２はこのバックシール酸化膜１０ａに堆積されて形成されてお
り、１０ｂはＴＥＯＳ酸化膜やＬＤＤオフセットスペーサー用酸化膜と同時にシリコン基
板２の裏面側に形成された裏面酸化膜であって、Ｐｏｌｙ－Ｓｉ膜１２に堆積されて形成
されている。
【００４２】
　次に、シリコン基板２の裏面側に対して、フッ酸原液（４９％）もしくは燐酸ボイル（
熱燐酸）（１６０℃）によるウエットエッチング処理することにより、ＢＴＢＡＳ－Ｓｉ
Ｎ膜１１および、バックシール酸化膜、ＴＥＯＳ酸化膜およびＬＤＤオフセットスぺーサ
ー用酸化膜の形成に伴ない形成された裏面酸化膜１０ｂを除去し、Ｐｏｌｙ－Ｓｉ膜１２
を露出させる（ステップＳ１９、および、図４（ｂ）参照）。
【００４３】
　この方法により、第２の製造方法と異なり、フッ酸でシリコン基板２の裏面のＢＴＢＡ
Ｓ－ＳｉＮ膜を除去する場合、下地の裏面酸化膜１０ｂ，１０ａの方がフッ酸に対するエ
ッチングレート（約２００倍）が非常に高いため、シリコン基板２の裏面のＢＴＢＡＳ－
ＳｉＮ膜１１のみを除去しバックシール酸化膜が露出したところで裏面エッチングを終了
させる制御が難しい。最悪の場合は第１の製造方法と同様、シリコン基板の裏面のシリコ
ンが露出し、配線工程でＣｕが拡散しトランジスタ性能に悪影響を及ぼす可能性がある。
そこで本発明に係る第３の実施形態の製造方法を用いれば、Ｐｏｌｙ－Ｓｉ膜１２はフッ
酸に対するエッチング耐性が高いため、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜１１および裏面酸化膜１０
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ｂのみを選択エッチングし、Ｐｏｌｙ－Ｓｉ膜１２およびバックシール酸化膜１０ａをエ
ッチングしないで残すことを可能にできる。
【００４４】
　（第４の実施形態）
　次に、本発明に係る第４の実施形態の製造方法を図５，図６と図１６に基づいて説明す
る。ここで図５は図１６で示したようなゲート製造工程などの流れ図である。図６はゲー
ト形成後のウエハ断面図（ａ）と、シリコン基板裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜などを除
去した後のウエハ断面図（ｂ）である。
【００４５】
　本実施形態の特徴は、図５、６に示すようにゲート電極５をアモルファスＳｉにした点
である。上記第３の実施形態の製造方法ではシリコン基板２の裏面側のＢＴＢＡＳ－Ｓｉ
Ｎ膜を除去する際、フッ酸でシリコン基板２の裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜を除去した
場合、露出したＰｏｌｙ－Ｓｉ膜１２のグレインとグレインの粒界よりフッ酸が浸透し、
下地の裏面酸化膜１０ａをエッチングして断片として剥離するおそれがあり、その剥離し
たものがパーティクルの原因となる。しかし、この方法ではアモルファスＳｉ膜１３が露
出する状態でシリコン基板２の裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜１２の除去を行うため、上
述した粒界からの薬液の浸透はないため、パーティクルの発生は起こらない。
【００４６】
　（第５の実施形態）
　次に、本発明に係る第５の実施形態の製造方法を図７～図９と図１７に基づいて説明す
る。ここで図７は図１７で示したような素子分離製造工程の流れ図である。図８も同様に
図１７で示したようなゲート（トランジスタ）製造工程などの流れ図である。図９は素子
分離とゲート形成後のウエハ断面図（ａ）と、基板裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜などを
除去した後のウエハ断面図（ｂ）である。
【００４７】
　図７に示すように、まず、熱酸化により半導体基板（シリコン基板）２上に保護酸化膜
を形成する（ステップＳ３１参照）。その後、ＬＰ－ＣＶＤにより酸化膜上にアモルファ
スシリコン膜を成膜（ステップＳ３２参照）後、ＬＰ－ＣＶＤによりアモルファスシリコ
ン膜上に素子分離用のＬＰ－ＳｉＮ膜を成膜する（ステップＳ３３参照）。この際、ＬＰ
－ＳｉＮ膜は７００℃～８００℃で成膜するためアモルファスシリコンはポリシリコン化
する。次にＬＰ－ＳｉＮ膜上に素子分離形成用のレジストマスクを形成後、ドライエッチ
ングによりＬＰ－ＳｉＮ膜、ポリシリコン膜、保護酸化膜および半導体基板２を順次エッ
チングして半導体基板２にトレンチを形成する（ステップＳ３４参照）。その後、レジス
トマスクを除去する。次に、ＣＶＤによりトレンチを埋め込むようにＣＶＤ酸化膜を成膜
（ステップＳ３５参照）後、ＣＭＰによりＣＶＤ酸化膜を平坦化してトレンチに埋め込ま
れた素子分離膜を形成する（ステップＳ３６参照）。その後、ウェットエッチングにより
半導体基板２の表面にあるＬＰ－ＳｉＮ膜とポリシリコン膜だけを除去する（ステップＳ
３７，Ｓ３８参照）。
【００４８】
　次に、半導体基板２上の保護酸化膜を除去後、熱酸化により半導体基板２上にゲート酸
化膜を形成する。その後、図８に示すように、ゲート酸化膜４上にゲート電極用のポリシ
リコン膜５を成膜（ステップＳ３９参照）後、ウェットエッチングにより半導体基板２の
裏面側に成膜されたポリシリコン膜だけを除去する（ステップＳ４０参照）。次に、ゲー
ト形成用ハードマスクを形成するためにＣＶＤによりポリシリコン膜上にＴＥＯＳ膜を成
膜（ステップＳ４１参照）後、レジストマスクを用いてＴＥＯＳをドライエッチングする
。その後、レジストマスクを除去後、ＴＥＯＳ膜をドライエッチングする。その後、レジ
ストマスクを除去後、ＴＥＯＳ膜をハードマスクに用いてポリシリコン膜をドライエッチ
ングしてゲート電極を形成する（ステップＳ４２参照）。次に、ＬＤＤオフセットスペー
サ－を形成するためにＣＶＤにより半導体基板２上にＣＶＤ酸化膜を形成後、異方性のド
ライエッチングによりＣＶＤ酸化膜をエッチングしてゲート電極の側壁にオフセットスペ
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ーサーを形成する（ステップＳ４３参照）。その後、ゲート電極とオフセットスペーサー
７をマスクに用いて不純物原子をイオン注入してソース・ドレイン領域に低濃度のＬＤＤ
層を形成する。次に、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮサイドウォール８を形成するためにＣＶＤによ
り半導体基板上にＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜を成膜後、異方性のドライエッチングによりＢＴ
ＢＡＳ－ＳｉＮ膜をエッチングして、ゲート電極の側壁でオフセットスペーサー７上にサ
イドウォール８を形成する（ステップＳ４４参照）。その後、ゲート電極５とサイドウォ
ール８をマスクに用いて、不純物原子をイオン注入して高濃度のソース・ドレイン層を係
止する。次に、コバルトシリサイドを形成するためにスパッタにより半導体基板上にコバ
ルト膜を成膜後、ＲＴＡによりアニールするとポリシリコン膜とコバルト膜とが反応して
ゲート電極上にコバルトシリサイド層６が形成される（ステップＳ４５参照）。その後、
ウェットエッチングにより未反応のコバルト膜だけを除去する。その後、ＣＶＤにより半
導体基板上にライナー用の低温ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜を成膜する（ステップＳ４６、図９
（ａ）参照）。
【００４９】
　次に、シリコン基板２の裏面側に対して、フッ酸原液（４９％）もしくは燐酸ボイル（
熱燐酸）（１６０℃）によるウエットエッチング処理することにより、ＢＴＢＡＳ－Ｓｉ
Ｎ膜１１、ＴＥＯＳ酸化膜やＬＤＤオフセットスペーサー用酸化膜と共に形成された酸化
膜１０ｂを除去し、シリコン基板２の裏面側に形成されたＬＰ－ＳｉＮ膜１４を露出させ
る（ステップＳ４７、および、図９（ｂ）参照）。
【００５０】
　第５の実施形態の特徴は、従来は図７で示した素子分離用のＬＰ－ＳｉＮ膜およびＰｏ
ｌｙ－Ｓｉ膜を表面・裏面とも除去していたが、今回は表面だけを除去する点である。こ
の方法では素子分離形成のシリコン基板２の裏面側に形成されたＬＰ－ＳｉＮ膜１４をＢ
ＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜１１の除去時の保護膜として用いるので、上述したような実施形態１
～４までの問題点を全て解決できる。
【００５１】
　実施形態１と対比すると、この方法により裏面からのＣｕのシリコン基板２への拡散を
防止でき、実施形態２と対比すると、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜とＬＰ－ＳｉＮ膜とでは、フ
ッ酸に対するエッチングレートで２倍以上ＬＰ－ＳｉＮ膜の方が耐性が強く、選択エッチ
ングが十分可能である。実施形態３と対比すると、ＳｉＮ膜はＰｏｌｙ－Ｓｉ膜と異なり
グレイン結晶ではないので薬液の下地への浸透はない。実施形態４と対比すると、ゲート
形成後のソース、ドレインの活性化の熱処理によりアモルファスＳｉがＰｏｌｙ－Ｓｉ膜
に結晶化しグレインとなると、配線工程での裏面洗浄（フッ硝酸）によりグレインの粒界
から薬液が浸透し実施形態３と同様のことが起こり得るが、このＬＰ－ＳｉＮ膜をシリコ
ン基板２の裏面側に残す方法では問題はない。ここで、図７に示すＬＰ－ＳｉＮ膜は、原
料ガスとしてＳｉＨ４ 、Ｓｉ２ Ｈ６ もしくはＳｉＨ２ Ｃｌ２ とＮＨ３ を用いて、堆積温度
７００℃～８００℃でＳｉＮ膜を形成する。
【００５２】
　（第６の実施形態）
　次に、本発明に係る第６の実施形態の製造方法を図１０，図１１に基づいて説明する。
【００５３】
　従来の方法では、図１０に示すようにＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜堆積後、裏面にＢＴＢＡＳ
－ＳｉＮ膜を露出した状態でプロセス中のウエハの固定時または搬送時に静電チャック、
真空チャックを使用すると、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜にクラックが発生し、そのクラックに
より剥離したＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜の断片１６が直下のウエハ上に落下しパーティクルと
なる。
【００５４】
　そこで本実施形態の特徴は、図１１に示すようにＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜１１が露出し、
静電チャック、真空チャックを用いる工程で製品半導体基板としての製品ウエハ１と、ダ
ミー基板としてのダミーウエハ１７とをカセット内に交互に装着することで、製品ウエハ
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１の裏面のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜１１からその剥離した断片１６のパーティクルが落下し
てもその直下のダミーウエハ１７がパーティクルを受け止めるので、さらに直下の製品ウ
エハ１上へパーティクルが落下するのを防ぐことにある。処理終了後はスクラバー洗浄で
裏面を洗浄することでクラックが入り落ちやすくなったＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜を除去し、
次工程に移行することになる。
【００５５】
　（第７の実施形態）
　次に、本発明に係る第７の実施形態の製造装置を図１２，図１３に基づいて説明する。
図１２（ａ）は従来方法における真空チャックを用いたハンドリングをウエハ裏面側から
見た平面図、図１２（ｂ）は図１２（ａ）におけるＡ－Ａ矢視断面図である。図１３（ａ
）は、第７の実施形態における支持用治具によりハンドリングする状態となったウエハを
裏面側から見た平面図、図１３（ｂ）は図１３（ａ）におけるＡ－Ａ矢視断面図である。
【００５６】
　従来の方法では、図１２（ａ），（ｂ）に示すように、半導体基板としてのウエハ１裏
面の中央付近を真空チャック１８で吸着保持した状態でハンドリングしていた。この場合
、真空チャック１８とウエハ１裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜との当接により、ＢＴＢＡ
Ｓ－ＳｉＮ膜にクラックが発生して、真空チャック１８からウエハ１をリリースしたとき
にＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜のウエハ１裏面側から剥離した断片が他のウエハ１上に落下して
パーティクルとなる不具合があった。
【００５７】
　そこで本実施形態の特徴は、図１３（ａ），（ｂ）に示すようにウエハ１の外周縁にお
ける互いに離間した４箇所ａ，ｂ，ｃ，ｄ、すなわちウエハ１の４隅を支持用治具１９に
よって支持（例えばウエハの面方向内方へ向かう挟持などによる支持）し、この治具１９
を常圧搬送（真空吸着を利用していない搬送）することで、ウエハ１裏面（特に中央付近
）のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜にダメージを与えることなくウエハ１の搬送を行えるようにし
て、搬送による裏面からのパーティクル発生を防止する点にある。支持箇所の４箇所ａ，
ｂ，ｃ，ｄは、平面視円形を成すウエハ１の外周に内接する長方形の各頂点に相当する位
置となっている。図１３（ｂ）に示すように、ウエハ１裏面と支持用治具１９との間は、
離隔した空間部が存するようになっており、ウエハ１の４隅でのみ支持されている。これ
により、極力ウエハ１の裏面に接触するものがないようにして、パーティクルの発生を抑
制している。
【００５８】
　（第８の実施形態）
　次に、本発明に係る第８の実施形態の製造装置を図１４，図１５に基づいて説明する。
図１４（ａ）は従来方法における静電チャックを用いたプロセス中のウエハ保持状態をウ
エハ裏面側から見た平面図、図１４（ｂ）は図１４（ａ）におけるＡ－Ａ矢視断面図であ
り、図１４（ｃ）は従来方法における真空チャックを用いたプロセス中のウエハ保持状態
をウエハ裏面側から見た平面図、図１４（ｂ）は図１４（ａ）におけるＡ－Ａ矢視断面図
である。図１５（ａ）は第８の実施形態におけるウエハガイドリングにウエハを装着した
状態を示す平面図、図１５（ｂ）は図１５（ａ）におけるＡ－Ａ矢視断面図である。
【００５９】
　従来の方法では、図１４（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ）に示すように枚葉式のチャン
バーではプロセス中に静電チャック２０もしくは真空チャック２１を用いて、ウエハ１を
直接固定保持していた。
【００６０】
　そこで、本実施形態の特徴は、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜のような静電チャックもしくは真
空チャックなどによりダメージを受けやすい膜を裏面側に露出したまま拡散工程などプロ
セスを進める場合には、チャンバー側のウエハサセプターとローダー側のウエハハンドラ
ーを、静電チャック、真空チャックを備えた構成から、図１５に示すように、常圧のウエ
ハサセプターとウエハハンドラーに変更する。この特徴は、ウエハ１とほぼ同じ形状の凹
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部２２を形成したウエハガイドリング２３をウエハサセプター（図示せず）とウエハハン
ドラー（図示せず）とのそれぞれに設置しており、ウエハ１の裏面側が露出しないように
ウエハ１を凹部２２に収納するので、ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜にダメージを与えることなく
プロセスを進行できる点である。また、ウエハ１はウエハガイドリング２３に収納された
状態で常圧搬送され、ウエハサセプターとウエハハンドラーへの受け渡しはウエハサセプ
ターに設けたウエハリフトピン（図示せず）によって行う。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明における半導体装置の製造方法およびその製造装置は、ウエハ裏面からのパーテ
ィクルを抑制するものであり、半導体装置の歩留まりや品質の向上に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の第１の実施形態を説明するためのゲート製造工程などの流れ図である。
【図２】本発明の第１の実施形態を説明するためのゲート形成後のウエハ断面図（ａ）と
、基板裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜および酸化膜を除去した後のウエハ断面図（ｂ）で
ある。
【図３】本発明の第３の実施形態を説明するためのゲート製造工程などの流れ図である。
【図４】本発明の第３の実施形態を説明するためのゲート形成後のウエハ断面図（ａ）と
、基板裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜などを除去した後のウエハ断面図（ｂ）である。
【図５】本発明の第４の実施形態を説明するためのゲート製造工程などの流れ図である。
【図６】本発明の第４の実施形態を説明するためのゲート形成後のウエハ断面図（ａ）と
、基板裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜などを除去した後のウエハ断面図（ｂ）である。
【図７】本発明の第５の実施形態を説明するための素子分離製造工程の流れ図である。
【図８】本発明の第５の実施形態を説明するためのゲート製造工程などの流れ図である。
【図９】本発明の第５の実施形態を説明するための素子分離とゲート形成後のウエハ断面
図（ａ）と、基板裏面側のＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜などを除去した後のウエハ断面図（ｂ）
である。
【図１０】従来におけるカセット内で直下のウエハへのパーティクル落下する様子を示す
断面側面図である。
【図１１】第６の実施形態を表すものであってカセット内の様子を示す断面側面図である
。
【図１２】図１２（ａ）は従来方法における真空チャックを用いたハンドリングをウエハ
裏面側から見た平面図、図１２（ｂ）は図１２（ａ）におけるＡ－Ａ矢視断面図であるで
ある。
【図１３】図１３（ａ）は、第７の実施形態における支持用治具によりハンドリングする
状態となったウエハを裏面側から見た平面図、図１３（ｂ）は図１３（ａ）におけるＡ－
Ａ矢視断面図である。ウエハの４隅支持によるウエハ搬送方法を表す図である。
【図１４】従来における静電チャック、真空チャックを用いたプロセス中のウエハ固定方
法を表す図であり、図１４（ａ）は従来方法における静電チャックを用いたプロセス中の
ウエハ保持状態をウエハ裏面側から見た平面図、図１４（ｂ）は図１４（ａ）におけるＡ
－Ａ矢視断面図であり、図１４（ｃ）は従来方法における真空チャックを用いたプロセス
中のウエハ保持状態をウエハ裏面側から見た平面図、図１４（ｄ）は図１４（ｃ）におけ
るＡ－Ａ矢視断面図である。
【図１５】図１５（ａ）は第８の実施形態におけるウエハガイドリングにウエハを装着し
た状態を示す平面図、図１５（ｂ）は図１５（ａ）におけるＡ－Ａ矢視断面図である。
【図１６】拡散中の代表的なＳｉ基板裏面の模式的な断面構造を表す図である。
【図１７】従来のＭＯＳトランジスタの形成フローを表す図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　　半導体基板（ウエハ）
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　１０　バックシール酸化膜
　１１　ＢＴＢＡＳ－ＳｉＮ膜

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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